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はじめに：前回、 (チオフェン /フェニレン )コオリゴマー (TPCO)のダブルへテロ構造を用いた

EL 素子特性について報告した [1]。これは分子両端に置換基としてシアノ基 (CN)を付けた

TPCO を用いる事で、基板上に分子長軸がほぼ横たわって配置され、π結合へのキャリア

注入特性が良好になる事を利用した物で [2]、将来的には面出射型微小共振器 (VCSEL)

による光結合も実現できる事から [3]、将来の有機半導体レーザーへの展開に適している。

今回、蒸着膜を用いて、TPCO 系ダブルヘテロ構造の最適化を目的に、その EL 特性につ

いて調べた。  

結 果 と 議 論 ： Fig.1 に 示 す よ う 、

2,5-bis(4-cyanobiphenylyl -4-yl)thiophene 

(BP1T-CN)を第 1 層として ITO 基板上に蒸着し、

キ ャ リ ア 注 入 特 性 を 確 保 す る 。 そ の 上 に

5,5” -bis(4-biphenylyl) -2,2’ :5’ ,2” -ter thiophene 

(BP3T),  と (2,5-bis(4-biphenylyl) thiophene)  

(BP1T)を蒸着し、ダブルヘテロ構造(DHS)を形成する。

この素子構造と J-V 特性を Fig.1 に、EL スペクトル

を Fig. 2 に示す。J-V 特性は多少のヒステリシスは

あるが、比較的良好なダイオード特性を示し、発光

効率も概算ではあるが、およそ電力効率で 1%程

度の値が得られた。一方、Fig.2 に示すよう、n 型

層 に 1,4-bis{5-[4-(tri fluoromethyl)phenyl ]- 

thiophen-2-yl}benzene(AC5-CF3 )を用いた場合に

は 、 BP1T(200nm)/BP3T(40nm)/AC5 -CF3 (200nm)

の DHS の場合には、2.18eV 付近の最大ピークが BP3T

の 01 振動発光線なので、BP3T へのキャリア集中が機能

し て い る こ と が わ か る 。 一 方 、 BP1T-CN(200nm)/  

BP3T(40nm)/BP1T(200nm)の DHS の場合は、ピーク構

造が不明確なだけで無く、最大の 2.35eV は BP1T-CN

の 02振動発光線に対応しているので、BP1T-CN 由来の

EL 発 光 が 支 配 的 と 思 わ れ る 。 即 ち 、

BP1T-CN/BP3T/BP1T-DHS の場合には、活性層になる

べき BP3T 層へのキャリア注入とそこでの電子正孔対形

成がうまく機能していないと考えられる。その原因の解明

や、それに伴う BP1T-CN/BP3T/BP1T-DHS の最適設計

についてなど、詳細は講演で報告する。   
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FFFig. 2 EL spectra of two 
double-heterostructures.  

 

FFFig. 1 Schematic drawing of the device 
structure and J-V curve of the EL device. 
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